Electronica Fisica Q5 (3B) Enginyeria Fisica

1. Fisica de semiconductors

1.1.Bandes d’energia. Portadors de carrega: electrons i forats. Semiconductors directes i
indirectes. Massa efectiva dels portadors.

1.2.Concentracié d’electrons i forats. Densitat d’estats efectiva. Nivell de Fermi.

1.3.Semiconductors intrinsecs i extrinsecs. Impureses acceptores i donadores. Equacié de
neutralitat electrica. Estadistica d’ocupacio.

1.4.Mecanismes de transport de carrega. Corrent d’arrossegament. Mobilitat de
portadors. Corrent de difusid. Relacions d’Einstein.

1.5.Generacid i recombinacié de portadors. Temps de vida. Quasi-nivells de Fermi.

1.6. Equacio de continuitat. Injeccid de portadors. Longitud de difusié.

(Hores presencials: 10, Aprenentatge autonom: 12)

2. Eldiode d’unid pn.

2.1.La unid pn abrupta. Electrostatica en equilibri. Zona de carrega d’espai. Tensié de
construccio.

2.2. La unid pn sota polaritzacioé. Caracteristica corrent-tensio del diode ideal.

2.3. Caracteristica corrent-tensié del diode real. Generacid i recombinacié a la zona de
carrega d’espai. Ruptura del diode. El diode Zener.

2.4, Capacitats de deplecié i difusié. Resistencia dinamica del diode. Model de petita
senyal.

2.5.Unions metall-semiconductor. Contacte 0hmic i diode Schottky.

2.6.Introduccid als dispositius optoelectronics: diode emissor de llum LED, diode laser,
fotodiode i cél-lula solar.

(Hores presencials: 16, Aprenentatge autonom: 20)

3. Eltransistor d’efecte de camp.

3.1.Classificacié dels transistors d’efecte de camp. El transistor MOSFET.

3.2. Analisi electrostatic de I'estructura MOS. Tensié de flat-band i tensié llindar. Capacitat
MOS

3.3. Caracteristiques estatiques del transistor MOSFET.

3.4.Modes de funcionament: tall, lineal i saturacid.

3.5.Efecte substrat. Caracteristiques sub-llindar

3.6.Circuits equivalents. Limitacions en freqliéncia.

3.7.Escalat del MOSFET i efectes d’electrons calents.

3.8. Efectes de canal curt

3.9.Exemple d’aplicacié digital. Inversor logic CMOS.

(Hores presencials: 20, Aprenentatge autonom: 26)



4. El transistor bipolar d’unid.

4.1.Estructura del dispositiu. Descripcié conceptual de I'efecte transistor.

4.2.Caracteristiques estatiques del transistor bipolar. El model d’Ebers-Moll. Modes de
funcionament: tall, saturacio, actiu directe i actiu invers.

4.3.Parametres caracteristics en mode actiu directe: eficiencia d’injeccié de I'emissor,
factor de transport a la base. Guany de corrent.

4.4.Efectes no ideals: modulacié de I'amplada de la base, alta injeccid, tensié de ruptura.

4.5. Circuit equivalent de petita senyal. Model hibrid en pi.

4.6.Exemple d’aplicacio analogica. Circuit amplificador de senyal amb transistor bipolar.

(Hores presencials: 20, Aprenentatge autonom: 26)
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Avaluacioé

La qualificacié constara d'un examen final (EF), d'un examen parcial a mig quadrimestre (EP), la
participacié de I'alumne a classe de problemes (P)i un treball a realitzar en grup. La qualificacié
final vindra donada per max{EF, 0.65*EF + 0.30*EP + 0.05*P}.

El treball permetra avaluar les competéncies transversals.



